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1. pn 二極體的低頻小訊號模型: 

id-d 關係:          

小訊號電路符號: 

 

小訊號參數與直流參數關係: 

 

 

 

2. 右圖電路，VDD 為 5V，選擇 R=   43k  ，使得流過二極體的電流為

0.1mA，二極體(假設 n=1)的小訊號電阻為  258  ，畫出小訊號電路: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 如何設計快速的二極體: 

(1) 摻雜不要太多 ， 

(2)  空乏區要寬  ， 

(3)  不要有少數載體累積  ， 

(4) 短的少數載體生命期 ， 

(5) 短的二極體---減少少數載體累積 ， 

(6) 元件面積要小 。 

4. 二極體的高頻小訊號電路中必須包含電容的部份，一個順向偏壓的二極體電

容包含 接面 電容和  擴散  電容。 

5. 由金屬和半導體接面形成的二極體稱為 蕭基(接面)二極體  (Schottky   

diode )，符號為           。特色為:turn-on voltage 小，速度快，但逆向

飽和電流 大 。 

6. 利用逆向接面崩潰做為操作區的二極體稱為 濟納二極體 
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 ( Zener  diode)，符號為           。 

7. 名詞解釋:接面崩潰(junction breakdown): 反向電壓大到一定程度，|iD|突然增

大的現象 

8. 畫出 Zener diode 在崩潰區的等效電路: 

 

 

 

9. 接面崩潰的機制一般可分為 壘增崩潰  及 濟納崩潰   ，前者崩潰電壓隨溫

度升高，後者則相反。 

10. 說明上題兩種崩潰形成的機制: 

壘增崩潰:空乏區中電子被加速到足夠高的能量能夠破壞共價鍵，產生電子電

洞對，所產生之電子電洞對也會被加速，產生出更多的電子電洞對，致使電

流大增。 

濟納崩潰:空乏區中電場夠大時，電子由價電帶穿隧至導電帶機率大增，致使

電流大增。 

 

 

 

 


